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【はじめに】我々の研究グループでは、GaNナノワイヤ(NW)を用いた発光素子の検討を行
っている。NWは基本的に無転位結晶で、側壁には非極性面の活性層を形成することが出来
る。そのため、従来の LED に比べて発光効率の向上を期待できる。また、LD において、光
閉じ込め係数が高く、低閾値かつ高出力化が期待できる。しかし、コアシェル型 NW-LED

は 3次元の微小構造であるため、構造評価が難しいことが課題である。本研究では、n-GaN 

NWの側壁に成長させた GaInN/GaN多重量子殻(multi-quantum shells : MQS)の評価を行った
ので、その結果を報告する。 

【実験方法】ナノインプリントによる選択成長用マスクが形成された n-GaN テンプレート
基板上に MOVPE 法による n-GaN NW の成長を行った後、MQS と p-GaN が NW を覆うよ
うに成長を行った。作製した構造の模式図を図 1 に示す。また、MQS の評価には、SEM、
CL、走査型透過顕微鏡(STEM)と 3D アトムプローブを行った。 

【結果と考察】Figure2は、NW-LED の HAADF-STEM 像を示す。GaInN 量子殻は STEM 像
において、明るいコントラストを有しており、m面上のMQSにおいて欠陥が無いことが分
かる。しかし、上部の c面上ではMQS表面が非常に荒れており、この原因は Inが成長中に
分解して発生したと考えられる。Figure3は、3Dアトムプローブ測定によって得られた MQS

の In 組成のラインプロファイルを示す。MQS 中の well 内の In の割合は 0.17 から 0.2 であ
る。また、Inは wellから barrierに向かって拡散していることが確認された。よって、Inの
拡散を防ぐための工夫が必要となる。 
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Figure1: Structure of NW-LED  

Figure2: Cross-sectional HAADF- STEM images in MQS/nanowire. 

Figure3: 3D atom probe tomography (upper inset) and extracted line profile of indium in MQS 
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